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В настоящей работе был измерен контраст запирания электрооптического затвора на 

базе одиночного кристалла KTP, вырезанного в некритичном по температуре направлении, 

при использовании одночастотного полупроводникового лазерного источника и 

многочастотного (несколько продольных мод) Nd:YVO4 лазера на длине волны 1064 нм. В 

результате было выявлено, что наибольшее влияние на контраст запирания такого затвора 

оказывают угловая селективность и walk-off эффект. 

 

Введение. Кристаллы KTP, в частности легированные рубидием кристаллы RKTP, 

широко применяются в качестве электрооптических модуляторов. Кристаллы KTP 

характеризуются высокой оптической однородностью, достаточно высокой лучевой 

прочностью и относительно низкими управляющими напряжениями [1]. При этом кристалл 

характеризуется высокой чувствительностью к изменению температуры, что вынуждает 

использовать систему из пары кристаллов, повёрнутых друг относительно друга на 90 

градусов. В таком случае термонаведённая составляющая набега фаз компенсируется, 

однако такая система остаётся чувствительной к градиенту температур. Кроме того, 

необходимость подбора подходящей пары кристаллов, заметно усложняет и удорожает 

технологию производства таких модуляторов. Даже небольшой температурный градиент 

может привести к резкому снижению контраста добротности, что является особенно 

важной проблемой для мощных и промышленных лазеров. 

 

Основная часть. Мы предлагаем использовать некритичный по температуре (НКТ) срез 

кристалла KTP для электрооптических модуляторов на длине волны 1064 нм. В работе [2], 

температурный диапазон для кристалла с НКТ-срезом составил 10 °C при уровне падения 

контраста 10%, но для кристаллов размерами 3x3x8 мм с НКТ-срезом требуется более 

высокое четвертьволновое напряжение, которое составляет 3200 В, так же такие кристаллы 

обладают более высокой угловой и спектральной селективностью. 

Данная работа посвящена исследованию угловой и спектральной чувствительности 

кристалла KTP для электрооптических модуляторов, вырезанного в некритичном по 

температуре направлении, и влияния этих характеристик на контраст запирания затвора. 

В рамках работы были решены следующие задачи: 

1. Исследована зависимость контраста запирания затвора на основе кристаллов 

KTP/RKTP от расходимости излучения; 

2. Проведены сравнительные эксперименты по определению контраста запирания 

затвора для излучения одночастотного полупроводникового лазерного источника 

(λ = 1064 нм) и многочастотного (несколько продольных мод) Nd:YVO4 лазера для того, 

чтобы, охарактеризовать угловую селективность затвора на основе кристалла КТР/RKTP; 

3. Проведён сравнительный эксперимент по измерению контраста 

электрооптического затвора на базе кристалла KTP стандартного среза.  

 

Заключение. В данной работе экспериментально было выявлено, что наибольшее влияние 

на величину контраста запирания электрооптического затвора на базе одиночного 

кристалла KTP, вырезанного в некритичном направлении, оказывает угловая 

селективность. Интервал между максимумами в коноскопической картине, который 

определяет угловую селективность затвора, составил 1 мрад. Наряду с угловой 

селективностью кристалла на величину контраста запирания затвора существенное влияние  



оказывают и эффект сноса («walk-off» эффект), поэтому контраст запирания затвора 

существенно зависит от диаметра пучка в затворе. Для пучка с диаметром — 2 мм 

измеренная величина контраста составила 23 для одномодового излучения, а для 

многомодового — 16. 

Наблюдается существенная пространственная неоднородность запирания: при 

максимальном запирании эффективно запирается центральная часть пучка, а наибольший 

вклад в прошедший сигнал вносит периферийная часть пучка. 
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